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Мемконденсатор — наноэлектромеханическая система, выполняющая функцию конденсатора, характеристики которой являются функцией как от текущего, так и то предыдущих состояний системы. Одной из возможных реализаций подобного устройства — плоский конденсатор с деформированной мембранной в качестве одной из обкладок [1]⁠. Такая система может находится в двух состояниях: мембранна выгнута вверх и мембранна выгнута вниз (0 и 1 на Рис.1). При приложении определённых разностей потенциалов возможно переключение данной мембранны из одного состояния в другое, с соответствующим изменением емкости. Подобная схема реализации мемконденсатора позволяет создавать новые типы устройств как для хранения, так и для обработки информации [1–3]⁠.

Данная работа посвящена теоретическому исследованию возможности создания мемконденсатора на основе графеновой мембраны. На основе моделирования молекулярной динамикой (МД) построена механистическая модель работы такого устройства. В работе подробно рассмотрены вопросы связанные с расчётом силовых постоянных МД, а так же смоделирован процесс и определены условия переключения мемконденсатора из одного состояния в другое. По ходу работы, были определены или оценены ограничения на физические свойства используемых материалов, связанные со стабильностью индивидуальных состояний (состояния 0 и 1 на Рис. 1) и возможностью выдерживания пиковых потенциалов. Многие из результатов были получены в аналитическом виде, что несомненно ускорит и упростит дальнейшие исследования по данной тематике.
[image: image1.emf]Рис. 1. Механизм работы мемконденсатора.
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